Verwendung: Germanium-pnp-Niederfre-
quenz-Tronsistor fiir Steuer- und Regel-
twecke mit induktiver Last und groBer
Sperrspannung bei Umgebungstemperatu-

ren ¥a von =25 °C bis -+65°C
Abmessungen:
Bauform A 3/25b,
TGL 11 811
Masse =~ 08 g
Zubehdrteile siehe Seite 10
Zuldissige Hochstwerte
fir ¢a = 45°C
-Ueso = 20V -lc = 150 mA
-Uces = 80V <8 = 50mA
Warmewiderstand
belRBE = 0 8 = B80°C " 3 2
va = 6&5°C Ry, = 380 ';L, R =< 50_9._

Kennwerte fiir #a = 25°C -5 grd

[ Min | Typ ‘ Max | MeBbedingungen
Reststréme
-Iceo | . 9pA | 18uA | Ucs =15V
-Ices 300 pA i 500 A | -UCES = 80 V, Ree = 0
-lemo . S0 A | -Uss =10V
KurzschluBstromverstérkung
huse B e | 80 | -Uce =6V, -lc =2mA, = 1kHz
Ubergangsirequenz
fr | 300 kHz | | -Uce =6V, -lc 2 mA
Bestellbeispiel fiir einen Transistor mit Kilhl-  Transistor GC 112

kérper

Sperialmessung nach der Prinzipschaltung

Bei einer MeBzeit bis 1,1 sec 4109, muB

der Grenzwert eingehalten werden

-lc < 10 mA bei Uce~ U— + U ~
U.=(6614+2)V
U~= (90 + 5) Venr

* nicht fiir Neuentwicklungen verwenden

Kihlk8rper
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Emitter-Reststrom als Funktion
der Sperrschichttemperatur
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